A preparagdo de filmes finos de Co tem recebido crescente interesse em funcdo de suas propriedades magnéticas para o
armazenamento e leitura de altas densidades de informagdo. A eletrodeposi¢do aparece nesse contexto como um importante
método de obtengdo dos mesmos, devido a relativa simplicidade do processo, baixo custo ¢ boa eficiéncia. Usualmente, a
eletrodeposicdo de metais ¢é realizada em meio aquoso. Liquidos I6nicos (LIs) vém sendo empregados, contudo, como uma
alternativa promissora, em func¢do das excelentes propriedades fisico-quimicas apresentadas pelos mesmos. Neste trabalho, a
deposi¢do de Co sobre Si foi investigada empregando o LI tetrafluoroborato de 1-n-butil-3-metilimidazolio (BMIm.BF4)
como solvente. Os experimentos foram realizados sob atmosfera inerte, eliminando, assim, reagdes de evolugdo de H, durante
a eletrodeposicdo, provindas da presenga de H,O. As deposi¢des foram realizadas em LI saturado em CoCl, a 25 e 50°C, com
tempo de deposi¢do variando de 15s a 2h. Os depositos foram caracterizados por varias técnicas, sendo as pertinentes para
esse trabalho a voltametria ciclica, a amperometria, a microscopia de forga atdmica (MFA) e a perfilometria. Coeficientes de
difusdo da espécie eletroativa no LI foram determinados e a analise do mecanismo de nucleagdo envolvido no processo de
eletrodeposicdo do Co no BMIm.BF, foi realizada. Os resultados mostraram que i) é possivel obter, por eletrodeposicao,
filmes nanométricos e homogéneos de Co sobre um substrato semicondutor empregando o LI BMIm.BF, como solvente; ii) o
tempo de deposicdo afeta significativamente a espessura dos filmes; iii) nas condi¢des estudadas, a eletrodeposi¢do ocorre
preferencialmente pelo mecanismo de nucleagdo instantinea; iv) devido ao baixo coeficiente de difusdo, o controle do
processo ¢ difusional, favorecendo a formagao de depositos mais homogéneos, aderentes e uniformes.



